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Характеристики:
диапазон входных напряжений — •	
от 3 до 40 В;
ток потребления — не более 4 мА;•	
ограничение по току;•	

выходной ток ключа — до 1,5 А;•	
регулируемое выходное напряжение;•	
частотный диапазон — до 100 кГц;•	
точность внутреннего источника опорного •	
напряжения — 2%;

диапазон рабочих температур:•	
– для IL33063AN, IL33063AD  

от –40 до + 85 °C;
– для IL34063AN, IL34063AD  

от 0 до + 70 °C.

IL33063A (N/D), IL34063A (N/D) — 
импульсный регулятор напряжения 
ОАО «Интеграл»Рис. 1. Микросхемы в DIP-корпусе и SO-корпусе

Рис. 2. Типовая схема понижающего стабилизатора 

Рис. 3. Типовая схема повышающего стабилизатора 

С1 — конденсатор электролитический емкостью 100 мкФ ±10%; 
С2 — конденсатор емкостью 470 пФ ±10%;  
С3 — конденсатор электролитический емкостью 470 мкФ ±10%; 
С4 — конденсатор электрический емкостью 100 мкФ ±10%; 
R1 — резистор сопротивлением 0,33 Ом ±5%;  
R2 — резистор сопротивлением 1,2 кОм ±5%; 
R3 — резистор сопротивлением 3,6 кОм ±5%;  
RL — резистор сопротивлением 0,1 Ом ±5%; 
L1 — индуктивность 220 мкГн; L2 — индуктивность 1 мкГн; 
VD1 — диод

Таблица 1. Типовые значения характеристик понижающего стабилизатора

Характеристика Условия Типовое  
значение

Нестабильность по входному напряжению Uin = от 15 до 25 В, IO = 500 мA 12 мВ ±0,12%

Нестабильность по току нагрузки Uin = 25 В, IO —от 50 до 500 мA 3 мВ ±0,03%

Пульсации выходного напряжения Uin = 25 В, IO = 500 мA 120 мВрр

Ток короткого замыкания Uin = 25 В, RL = 0,1 Ом 1,1 A

КПД Uin = 25 В, IO = 500 мA 83,7%

Пульсации выходного напряжения с добавочным фильтром Uin = 25 В, IO = 500 мA 40 мВpp

С1 — конденсатор электролитический емкостью 100 мкФ ±10%; 
С2 — конденсатор емкостью 1500 пФ ±10%;  
С3 — конденсатор электролитический емкостью 330 мкФ ±10%; 
С4 — конденсатор электрический емкостью 100 мкФ ±10%;
R1 — резистор сопротивлением 0,22 Ом ±5%;  
R2 — резистор сопротивлением 180 Ом ±5%; 
R3 — резистор сопротивлением 2,2 кОм ±5%;  
R4 — резистор сопротивлением 47 кОм ±5%; 
L1 — индуктивность 170 мкГн; L2 — индуктивность 1 мкГн; 
VD1 — диод

Таблица 2. Типовые значения характеристик повышающего стабилизатора

Характеристика Условия Типовое значение

Нестабильность по входному напряжению Uin = от 8 до 16 В, IO = 175 мA 30 мВ ±0,05%

Нестабильность по току нагрузки Uin = 12 В, IO —от 75 до 175 мA 10 мВ ±0,017%

Пульсации выходного напряжения Uin = 12 В, IO = 175 мA 400 мВрр

КПД Uin = 12 В, IO = 175 мA 87,7%

Пульсации выходного напряжения  
с добавочным фильтром Uin = 12 В, IO = 175 мA 40 мВpp
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Функциональные возможности схемы позволяют использовать ее как 
для работы в понижающих, повышающих, так и в инвертирующих им-
пульсных источниках питания. Это обеспечивает системе управления 
гибкость в выборе конвертора и расширяет схемные возможности раз-
работчика. Доступ к времязадающей цепи генератора для присоедине-
ния внешнего конденсатора позволяет задавать частоту работы генера-
тора и определять тем самым частоту работы конвертора.  n

Филиал «Завод полупроводниковых приборов» 
ОАО «Интеграл»

Республика Беларусь, 220108, г. Минск, ул. Корженевского, 12
Тел. (+375 17) 278 98 53,  
факс (+375 17) 212 20 31

E-mail: dzum@integral.by; www.integral.by

Рис. 4. Типовая схема инвертирующего стабилизатора

Таблица 3. Типовые значения характеристик инвертирующего стабилизатора

Характеристика Условия Типовое значение

Нестабильность по входному напряжению Uin = от 4,5 до 6 В, IO = 100 мA 3 мВ ±0,012%

Нестабильность по току нагрузки Uin = 5 В, IO —от 10 до 100 мA 0,022 мВ ±0,09%

Пульсации выходного напряжения Uin = 5 В, IO = 100 мA 500 мВрр

Ток короткого замыкания Uin = 5 В, RL = 0,1 Ом 910 мA

КПД Uin = 5 В, IO = 100 мA 62,2%

Пульсации выходного напряжения  
с добавочным фильтром Uin = 5 В, IO = 100 мA 70 мВpp

С1 — конденсатор электролитический емкостью 100 мкФ ±10%; 
С2 — конденсатор емкостью 1500 пФ ±10%;  
С3 — конденсатор электролитический емкостью 1000 мкФ ±10%; 
С4 — конденсатор электрический емкостью 100 мкФ ±10%;
R1 — резистор сопротивлением 0,24 Ом ±5%;  
R2 — резистор сопротивлением 8,2 кОм ±5%; 
R3 — резистор сопротивлением 953 Ом ±5%;  
RL — резистор сопротивлением 0,1 Ом ±5%; 
L1 — индуктивность 88 мкГн; L2 — индуктивность 1 мкГн; 
VD1 — диод


